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CIRCUITE BASCULANTE MONOSTABILE

Aceste circuite fac parte din clasa circuitelor de temporizare. Ele intarzie impulsurile
la jumatatea fronturilor. Sunt circuite regenerative cu o stare stabild si o satre cvasistabila

(temporal stabild)

In starea stabila circuitul sti un timp nedefinit pana cand primeste o comanda externa.

In urma primirii comenzii externe circuitul trece in starea cvasistabila. Timpul in care

sta aici e determinat de elementele proprii de temporizare.

Parametrii ce caracterizeaza un circuit monostabil:

-T - durata impulsului generat
- AV - amplitudinea impulsului generat

-t,.,- timpul de revenire — durata din momentul terminarii impulsului generat,

pana cand monostabilul poate primi o noud comanda de declansare, fara a fi
afectati parametrii impulsului generat.

1 . . .
- = T frecventa maxima a impulsurilor de declansare
+

rev

-t;, t; -timpii fronturilor.

Circuite basculante monostabile cu elemente discrete

Schema de principiu este prezentatd in fig.13.1 | 2 +Vec
unde avem : R R, c D R
-cuplajul colector T'-baza T", prin divizorul de c —
tensiune R, R,; W' I )
Y~ R
- - u l
-cuplajul colector T"- baza T', unde baza lui ‘
T'nu este polarizatd in curent continuu prin C T r
ciprin R, . @Rz
Astfel in regim stationar, in starea stabila =T’ fig. 13.1
Ve =V 1V -
saturat = —C—F&>_—_C¢  Neglijand V, =
Rb BO RC
R, <BoRe .
R, ,

Cum T’ saturat = T" blocat pentru ca vg =

R cesat <Vgeo unde Vg, este
1

2

tensiunea de deschidere a tranzistorului = R, se conecteaza la sursa negativa (daca aceasta

existd)
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Aceasta este o stare stabila (T’ saturat, T" blocat) in care amplificarile pe bucla ( A’
si A")suntO0.

Daci la punerea sub tensiune T’ si T” sunt in RAN = declansare

oricarea ar fi AV, se va ajunge la starea cu un tranzistor blocat r\
t

si unul saturat.

Dacd T” se satureazd si T' se blocheazd = C se va g,y —

incarca prin R, de la V.. si prin T" (uUz <Vg, dacd T’ /.L. }AV
t
blocat). o
N Vv
La un moment dat v; =Vg, = T’ In RAN = scade v, Ve — /%\._ cc
. . . . . n . . Vv

= scade vy si T" iese din saturatie, adica se inchide din nou BE0 t

bucla de reactie pozitivd si se ajunge 1n cele din urma (prin
procese regenerative) la starea stabila T’ saturat, T" blocat.

VCC_
In fig.13.2 sunt prezentate raspunsurile pe cele doua / }O'QVCC
iesiri precum i raspunsurile tensiunilor din bazele .

tranzistorilor la excitatia cu un impuls de declansare aplicat in

baza lui T". Vv
BE
T' saturat = ui=0 = vy=Vgi ~ 28V = C se t
incarca pana la —(Vz —V.c) nainte de revenirea inapoi.

t’> trev

T” in conductie = V! ~ 0 = T’ se va satura foarte fig. 13.2
rapid = Vg =Uc =—(Voc —Vee)

T' blocat = C, eraincarcat (C, se incarcd prin R, = R, | R, spre tensiunea ~V_.)

C (T’ blocat ) se va incarca prin R, catre Voo = Vg = Uc .

Cand vg =Vg, = T'in conductie. C, era incdrcatd pana la V, (R >>R;) =
Uc, ~Vee —Vee

Cand T's-a saturat apare un salt al vg care il va bloca pe T", dupa care C, se va

descarca repede pand la 0.

t.., este timpul necesar ca C sa se reincarce pand la V.. —Vg. .

ti ~2.3C,(Re 1 R)

R R
AV =—2LV  +—5—V, =V, (sealege R >>R’
R + R cc R +R. se = Vee ( ge R )
Notam cu T durata impulsului generat. Avem vg(0)=Vg —Vc si

t
Vg () =Vee —Veegarr ®Vee = Vg (t) =Vg () + (V5 (0) —vg())e © unde t este constanta de
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t

timp de incarcare = Vg (t) =V + Vg —ZVCC)e_@ Din conditia V;(T)=Vy, =
T=RC Inmz R,CIn M (Vgeo 0.6 Vsi V. =08V) = t,,, =2.3R.C.
cc~ VBEO cc~ VBEO

Cand T’ intrda in conductiec C era incarcat doar
cu Vg (fig.13.3) aproape de 0. Asadar apare o

R, R} supracrestere in baza lui T', specificd in general
Vee Ve circuitelor cu reactie pozitiva.

In fig.13.4 este prezentati dependenta lui T de
tensiunea de alimentare. Scaderea lui T la V.. mare

VBEO

nu rezultd din relatia anterioard . orice jonctiune are o
( T., de stapungere = V.., = 10 V la tranzistoarele
t

fig. 13.3 de comutatie (la V.. mare V,. este negativd. Daca
VCC >VC

real este ca in fig.13.5 unde T, este perioada de strapungere in cazul real.

P C s
cmax TeZultd cd variatia in timp a lui vy 1In cazul

Daca avem nevoie de V.. mari putem folosi montajele din fig.13.5 unde tensiunea de
alimentare poate ajunge pana la suma tensiunii de strapungere a diodei si a jonctiunii BE a
tranzistorului.

Daci la iesire un semnal stabil pe ,,0” ludm tensiunea din coelctorul Iui T” (C, se

incarcd rapid scurtcircuitdnd pe R, in timpul comutatiei.

R-C Pentru a asigura saturarea lui T" cand acesta este in

2L~ . . Vee Ve V 1V
In R conductie avem : i =-<&——8 B 5 = _CC

T RAR R B R

%
\&Zmn \éCITBX
fig. 134
%

«
:

(Vi) T 1
fig. 13.6

_ T
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Putem separa circuitul de incarcare al lui C de colectorul lui
T" cainfig.13.7. Cand T" saturat trece in blocare, ¢l se polarizeaza
invers pentru cd C era incarcat pana la V. +U,. Dioda se

blocheaza = V! creste = C se incarca prin RZ, si nu prin R, si

nu mai apare caracteristica exponentiald la v; .

In acest mod nu s-a imbunatatit t,, , dar s-a imbunatatit t; .

| Ve Se pot imbunatati t,,, si t; legind C in colectorul lui
R’ R : : ,
° T" printr-un repetor pe emitor ca in fig.13.8.
-
,_C_ Cand T" trece in conductie tranzistorul T se va bloca.
oL N\ (Vg =0, v.; =0). C se incarca prin R; si R, (era incarcat cu
Re
f T Vcc _VBE )
fig. 13.8

Cand T" se blocheaza, tranzistorul T intrd in RAN si

"
C

B,+1

+ rmediu revT’) . IIl

C se reincarca V. spre cu o constanta de timp de revenire : T, =C(

acest fel s-a micsorat t , si t;. In ambele cazuri t; ~0.

Comanda in baza lui T" este comanda activa pe front crescitor in timp ce comanda in
baza lui T’ este comanda activa pe front descrescator.

Circuite de comanda pentru T" u \ o+ Ve
Schema este prezentata in fig.13.9 unde : R R,
-laV, = U, =0 = dioda in conductie = se produce “—{C C-
saltul negativ in baza lui T'. C; se incarcd prin R, b
pani la V. . f
-la V,, = dioda blocata = C, se descarca prin R, de fig. 13.9

la V. pénala 0.

Se poate realiza si comanda de front crescator in baza lui T’ folosind alt tranzistor asa
cainfig.3.10.

fig. 13.10
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La V,, =C, descarcat si T blocat = frontul crescator face saltul in baza tranzistorului
T = T insaturatie = T" iese din saturatie si intrd in RAN = T" iese din blocare

Dupa incdrcarea C;, T se blocheaza si oricare ar fi durata impulsului de declansare

aceatsa nu va fi afectata. Dioda protejeaza jonctiunea BE a lui T pe frontul cazator pentru cao
tensiune BE ar putea strapunge tranzistorul T .

De asemenea in fig.13.11 la V, = C este descarcatd iar dioda blocatd. Frontul
crescator este transmis prin C; = dioda se deschide = T" in RAN = proces de avalansa si

C, seincarcdla V,,.

Daca impulsul de comnda nu s-a terminat dioda rdmane blocata dupa C, incarcat. La

fronturi coborate C, se descarca prin sursa comandata (dioda este blocata)

CIRCUITE BASCULANTE MONOSTABILE INTEGRATE

Un circuit basculant monostabil integrat poate fi in tehnologie TTL ,CMOS, structura
sa propriu-zisa fiind analoagi cu cele de pana acum. In plus acesta mai contine :

- un circuit de intrare cu mai multe stari;

R
- un circuit de iesire care separa circuitul temporizator de sarcind.  +Vec g
o 1
Unele circuite basculante monostabile integrate sunt prevazute cu
fig. 13.12

o intrare cu histerezis utila la declansarea monostabilului de semnalele lent
variabile sau care au suprapuse zgomote

Elementul de temporizare R,, C, se conecteaza din exterior

Unele circuite basculante monostabile integrate sunt prevazute si cu o intrare de
RESET. Cat timp aceasta este 0, monostabilul nu poate fi declansat, iar daca aceasta intrare
trece in ,,0” in timpul generarii unui semnal atunci acest semnal scade la 0.

Semnalul de RESET se foloseste pentru a fi siguri cd la punerea sub tensiune circuitul
sd nu fie deja declansat.

In fig 13.12 este prezentati obtinerea lui ,,1” logic.

Exista circuite basculante monostabile integrate redeclansabile (retrierabile) la care
daca apare o noud comanda de declansare in timpul generdrii unui impuls, se prelungeste
durata impulsului generat incepand cu momentul generarii comenzii cu un timp egalcu T .
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CIRCUITE DE TEMPORIZARE CU CIRCUITE INTEGRATE
COMBINATIONALE

Schema acestuia este prezentata in fig.13.13.a iar deplasarea impulsului de iesire in
fig.13.13.b

Vi PDOTDH Vg Vc_ | — La V,, = C se descarcd prin
C I Ve

Vi etajul de iesire al inversorului.

a) Vo Jj — Yﬂ—l>@—%jl>0—ﬂ ¢
L t, I’> \'S

fig. 13.13 fig 13K

t, se determina in functie de circuitul de iesire al inversorului (CMOS, TTL).

Daca se doreste o intarziere mai mare decat cea data de rezistenta de iesire a
circuitului se inseriaza intre inversoare o rezistenta ca in fig.13.14 (se creste practic constanta

de timp de incarcare a condensatorului.

Circuite care Intarzie numai unul din cele doui fronturi.

Pentru intarzierea frontului crescator se foloseste schema din fig.13.15 iar pentru
intarzierea frontului descrescator se foloseste schema din fig.13.16 cu observatia ca t, se

determind in mod analog ca la punctul trecut.

i tD%DT)}” R P
c T pr

VC VC
a) %
tl
fig. 13.15 b)
Vi
Vg o ——
Vi | )O—;zr Vo
V
C %) VC ¢ VprL
a) Vo
t
by

fig. 13.16
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CIRCUITE BASCULANTE ASTABILE (MULTIVIBRATOARE)

Aceste circuite furnizeazd la iesire un semnal dreptunghiular periodic, fard nici o
excitatie pe vreo intrare. Este un generator de semnal dreptunghiular

Sunt circuite regenerative fara nici o stare stabila sau cu doua stari cvasistabile

Trecerea dintr-o stare in alta se face periodic in functie de anumite conditii interne ale
circuitului

Circuite basculante astabile cu cuplaj baza-colector

Cuplajele intre baza si colector se realizeazd numai prin comanda. Nu existd nici o
stare stabild in care ambele tranzistoare sa fie in RAN

Astfel oricare variatie a curentului prin tranzistoare se declansaza procesul de aval in
care un tranzistor intra in blocare si celalalt in saturatie.

Schema de baza este prezentata in fig.13.17 iar variatiile semnalelor in fig.13.18

Presupunem vy =V.. = T’ in conductie si
T" blocat = C" se incarca prin R} si T’ saturat =

i
uC <VBEO

T" intrd in conductie = V! scade = saltul

se transmite in baza lui T'

fig. 13.17 Prin bucla de reactie pozitivd se ajunge la T’
saturat si T" blocat.

C' seincarcd prin R{ si baza tranzistorului T’ pandla V..

Cand T" saturat in baza tranzistorului T" apare un Vo
salt V.. pand la —(Voc—Vg) = T' blocat = C" se 0.9AV ? "Tz /
incarca rapid prin R; si baza lui T" spre V.. (se incarca ;—N—k t
exponential catre V.. prin R) = T' se satureaza. s Ve,

_ _ Vo T /'\_—
Tl = RéC'InM $1 'l'2 — Rl;'C”InM BEO t

cc VBE cc _VBE ~(Vee 'VBE) /

jar f :% unde T =T, +T,.

Vcc—
Pentru semnalele din ambele colectoare avem t; =0 /— t
si t; ~2.3C'R. si t] ~2.3CR;.
Conditia de saturare a lui T’ in cazul cel mai Vee JL /\ t

Vcc _VBE +Vcc _VBE >i\@ /
R! R. B, R -(Vec "Vee )

defavorabil este :

In mod analog se pune conditia si pentru T". fig. 13.18

7
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T’ trebuie sa fie la saturatie chiar si dupd incarcarea condensatorului deci
Vcc _VBE >ivcc
R, Bo Re
Daca cresterea V.. este lenta = ambele tranzistoare intra in saturatie (starea stabild).

Astfel amplificarea pe bucla este 0 si circuitul nu poate iesi singur din aceasta stare.

Pentru aiesi din aceastd situatie se blocheazd un tranzistor (se scurtcircuiteaza
jonctiunea BE).

Pentru ca circuitul s poarneasca la punerea sub

tensiune se foloseste schema din fig.13.19 unde R, si  R{

cv

R, introduc local o rezistentd negativa si tranzistoarele v’

nu pot fi simultan in saturatie. R,
Tranzistorul functioneaza la punerea sub T F \

tensiune in RAN = se inchide bucla in 0 = unul dintre f

ele se va bloca si celalalt se va satura. fig. 13.19

La circuitul din fig.13.17 daca lipsesc
condensatoarele = tranzistoarele saturate. Daca vrem sa crestem timpii fronturilor se poate
realiza cuplarea capacitatilor in colectoarele tranzistoarelor prin diode, separand circuitul de
reincarcare sau prin repetoare pe emitor.



